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l. OBJETIVO :

Introducir al estudiante al nuevo formulismo matgBogéde la Mecanica Cuantica, para entender méjor e
comportamiento del mundo microscépico, con miras eatendimiento de la teoria de los
semiconductores.

PROGRAMA SINTETICO (SYLLABUS) :

1. Fundamentos de Fisica Cuantica

2. Mecanica Cuantica

3. Sodlidos

4. Estadistica de electrones y huecos en los semictorda

5. Mecanismos de dispersion de portadores de carga

6. Fendmenos cinéticos en los semiconductores

7. Generacidn y recombinacion de portadores de cargasequilibrio
8. Difusién y deriva de portadores de carga en deliagui

Il. PROGRAMA ANALITICO :

Cap.1 Fundamentos de la Fisica Cuantica

11 Introduccién (Dinamica Relativista)

1.2 Radiacién Electromagnética. Espectros

1.3 Emisién Fotoeléctrica

14 Fotones

15 Dispersioén de radiacion por electrones lideéscto Compton
1.6 Produccién de pares

1.7 Estados estacionarios. Evidencia experimeatakthdos estacionarios
1.8 Interaccion de la radiacion con la materia

1.9 Particulas y campos de Broglie

1.10 Particulas y paquetes de ondas
1.11 Principio de indeterminacién de Heisemberg f@mposicion y el momentum
1.12 La relacion de indeterminacién para el tiempoenergia

Cap. 2 Mecénica Cuantica
2.1 Introduccién. Funcién de onda y densidad dbahitidad

2.2 Ecuacion de Schrodinger dependiente del tiempo

2.3 Ecuacion de Schrédinger independiente del tiemp

2.4 Particulas en un potencial escalén, una cag@acial finita e infinita
25 Niveles de energia y funciones de onda en gener

2.6 Oscilador armonico

2.7 Penetracion a través de una barrera de pdtegfgato tunel

2.8 Probabilidad de transicién y reglas de seleccié

2.9 Teoria formal de la mecénica cuéntica

Cap. 3 Sdlidos. Fundamentos de la teoria de las ks en semiconductores
3.1 Introduccién. Tipos de sélidos



3.2 Teorema de Bloch

3.3 Ecuacion de Schrédinger para el cristal. Eletode Kronig-Penney

3.4 Aproximaciéon monoelectronica. Aproximacion tectones firmemente ligados

35 Numero de estados en la banda permisible. d@&aillouin

3.6 Movimiento de electrones en el cristal por@tcie un campo eléctrico

3.7 Masa efectiva de portadores de carga

3.8 Estructura de banda de energia de algunos@®imictores. Teoria elemental de niveles locales

Cap. 4 Estadistica de electrones y huecos en lomamnductores

4.1 Introduccién. Densidad de estados cuanticos

4.2 Funcion, distribucién de Fermi-Dirac

4.3 Grado de llenado de los niveles de impurezascéhtracion de electrones y huecos

4.4 Semiconductor extrinseco. Semiconductor irgdos

4.5 Posicién de nivel de Fermi en funcién de lacemitracion de impurezas y de la temperatura para
semiconductor no degenerado.

4.6 Bandas de impurezas

Cap. 5 Mecanismos de dispersion de portadores derga en los semiconductores

5.1 Ecuacion cinética de Boltzman. Estado de igial Tiempo de relajacion

5.2 Seccion eficaz de dispersion. Tipos de cemteodispersion

5.3 Dispersion por iones de impurezas

5.4 Dispersiones por atomos de impurezas y disiocas

5.5 Oscilaciones térmicas de atomos en una rednumisional. Dispersion por oscilaciones

térmicas.

Cap. 6 Fendmenos cinéticos en Semiconductores

6.1 Conductividad eléctrica en los semiconductores

6.2 Movilidad de los portadores en funcion de taferatura.

6.3 Efecto Hall. Fenémenos termoeléctricos. Expenitm de Haynes-Shockley

6.4 Fendmenos de transporte en campos intensos.

Cap. 7 Generacion y recombinaciones de portadoreg darga en desequilibrio

7.1 Portadores de carga en equilibrio y deseqidglibr

7.2 Generacion luminosa bipolar de portadores dgaca

7.3 Generacion monopolar. Tiempo de relajacion deviv

7.4 Tipos de recombinacién. Recombinacién por cdieentre bandas

7.5 Recombinacién por choque entre bandas

7.6 Recombinacién de portadores de carga por cdatoaptura

Cap. 8 Difusidn y deriva de portadores de carga etesequilibrio

8.1 Ecuacion de continuidad

8.2 Corriente de difusién y deriva

8.3 Relacion de Einstein

8.4 Difusion y deriva de portadores de carga erglébbrio en el caso de conduccion monopolar

8.5 Movimiento de portadores de carga minoritarios

V. METODOLOGIA/RECURSOS :

Se realizan exposiciones donde se fundamentamiaeptos tedricos y se ejecutan ejercicios.

V.

EVALUACION :

Se realizan tres parciales y una evaluacion fimallas porcentajes especificados en el reglamento
(Parciales 70%, Examen Final 30%).
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